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１．概要（Summary）
高分子ナノシートに気泡なく ISFET（ISFETCOM 社

製）センサを埋め込むために、Si ウェハから作製されてい

る ISFET センサの裏面の角の面取り加工を検討した。2
タイプの加工された Si ウェハ（① 2x6xt0.5 mm, ②
1x6xt0.5 mm)と配線部分からなる試料の電動研磨は 5
分間行われた。

加工後の pH 応答は①57.5±0.3 mV/pH unit, ②
58.0±0.2 mV/pH unit であり、理論応答に対して、①

97.3±0.5％, ②98.1±0.3％であった。センサの出力電

圧の変動は、①±0.5 mV, ②±0.2 mV と、良好な再現

性を示した。

これらの結果から、pH 応答に影響なく ISFET センサ

の裏面は面取り加工できることが分かった。

２．実験（Experimental）

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞

３．結果と考察（Results and Discussion）

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞

４．その他・特記事項（Others）
早稲田大学 武岡真司研究室との共同研究
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